VORLAUFIGE DATEN CAY 10

GALLIUMARSENID - VARAKTORDIODE

-

Mechanische Daten:

Geh¥use: Metall + Keramik

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 6 V
Verlustleistung P = max. 50 mW
Sperrschichttemperatur 85 = max. 150 °C
Kapazit#it bei Up = 0 C = 0,4 pF
Grenzfrequenz bei Up = 0 fgr 2 125 GHz
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CAY 10

Absolute Grenzwerte:

Sperrspannung: Ugp = max. 6 V
Durchlafstrom, Mittelwert: Ip py = max. 70 mA
Verlustleistung bei 8; S 107°C: P = max. 50 mW
Sperrschichttemperatur: 8y = min. =196 °C
3y = max. +150 °C
Lagerungstemperatur: 3g = min. -196 ©°C
8g = max. +150 ©°C
Kennwerte: (bei 8y = 25°C)
DurchlaB8spannung bei Ip = 1 pA: Up = 0,9 v
Sperrstrom bei Ug = 6 V: Iy = 0,1 (£ 1) BA
Kapazitlt bei Ug = 0: c = 0,4 (0,3...0,5) pF
Streukapazitft: Cp = 0,25 pF
Serien-Induktivitit: Lg = 625 pH
Serienresonanzfrequenz bei Ug = 0: fres = 10 (8,9...11,6) GHz
Grenzfrequenz bei Up = 0: er = 150 (2 125) GHz
bei Up = 6 V: gr = 240 GHz
%9669 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN

SCHOTTKY - BARRIER - MISCHDIODE

Mechanische Daten:

zur Verwendung im X-Band

CAY 14

Gehduse: Metall + Keramik, D0-23
MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Umgebungstemperatur 9y = max. 150 °C
maximale Betriebsfrequenz f = 12 GHz
Rauschzahl bei f = 9,375 GHz F = 6,5 dB
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CAY 14

Absolute Grenzwerte:

Spitzenenergie; Ey max. 0,3 erg

HF-Spitzenenergie: Eyp y = max. 0,3 erg

Umgebungstemperatur: %y min. ~55 °C
Sy max. 150 °C

Lagerungstemperatur: 9g min. -55 °C
95 max. 150 °C

Kennwerte: (bei %y = 25°C)

maximale Betriebsfrequenz: £ 12 GHz

ZF -Impedanz: Zgp 350 Q

Rauschzahl 1)

bei £ = 9,375 GHz, By = 15 2,

Ig = 1,5 mA, fgp = 45 MHz: F 6,5 ($7) aB
Mischverluste: AP, 4,5 dB
Welligkeitsfaktor

bei £ = 9,375 GHz, Ry, = 15 &,
Iy = 1,5 mA,
bezogen auf MeBhalterung: ] 1,6
Rauschtemperatur-Verhdltnis
bei fzp = 45 MHz: N, 1,1
1) einschlieBlich Fgp = 1,5 dB
2.69 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

ANDERUNGEN VORBEHALTEN CAY 15

SCHOTTKY - BARRIER - MISCHDIODE
zur Verwendung im X-Band

Mechanische Daten:

Gehiuse: Metall + Keramik

Die Katodenseite ist
rot gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.
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Kurzdaten:
Umgebungstemperatur Sy = max. 150 °C
maximale Betriebsfrequenz = 12 GHz
Rauschzahl bei f = 8,375 GHz F = 6,5 dB
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CAY 15

Absolute Grenzwerte:

Spitzenenergie: Ey max. 0,3 erg

HF-Spitzenenergie: Eyp M = max. 0,3 erg

Umgebungstemperatur: Sy min. -55 °C
Sy max. 150 ©°C

Lagerungstemperatur: 9g min. -55 ©°C
%8s max. 150 ©cC

Kennwerte: (bei 9y = 25°C)

maximale Betriebsfrequenz: £ 12 GHz

ZF -Impedanz: Zgp 350 Q

Rauschzahl 1)

bei £ = 9,375 GHz, By = 15 Q,

Ip = 1,5 mA, fgp = 45 MHaz: F 6,5 ($7) dB
Mischverluste: AP, 4,5 dB
Welligkeitsfaktor

bei £ = 9,375 GHz, R = 15 Q,
Ig = 1,5 mA,
bezogen auf MeBhalterung: s 1,43
Rauschtemperatur-Verhfltnis
bei fgp = 45 MHz: N, 1,1
‘1) einschlieBlich Fpzp = 1,5 dB
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